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2. UBICACION DEL PROFESORADO

El profesorado se encuentra en las dependencias dd &rea de Tecnologia Electronica, Situada
en la entreplanta E2 de la Escuela Superior de Ingenieros (E2), y en la 12 planta del médulo L2 de
los edificios de Laboratorios (Lab.).

3. RESENA METODOLOGICA

La asignatura representa una introduccién a los principdes dispostivos y componentes
electronicos y fotonicos y proporciona la base necesaria para las asignaturas de segundo y tercer
curso denominadas Circuitos Electronicos y Sistemas Digitaes, respectivamente, y resto de
asgnaturas de eectronica que @ adumno curse en la carrera Congta de una carga docente de 2.5
horas semanaes de clases tedricas'y 2 de laboratorio.

En las clases tedricas se presentan los principios de funcionamiento de los dispostivos
eectronicos y fotonicos, sus modelos, y principdes aplicaciones. Se presentan los circuitos
electronicos bésicos y s rediza una introduccion a los circuitos integrados. Iguamente, se
proponen problemas en los cudes se desarrollan gemplos précticos de los conceptos anteriormente
expuestos.

En d laboraorio, d dumno utiliza € programa de smulacion Spice y rediza didintos
experimentaos rel acionados con los temas de la asignatura.

Cada profesor dispone de 6 horas de tutorias, donde se atenderan las dudas y cuestiones del
aumno. El horario de tutoria se recoge en € tablon de anuncios del departamento.

La adgnaura de Tecnologia y Componentes Electronicos y Fotdnicos dispone de una
pagina web en la que se incluye informacion actuaizada sobre précticas, examenes, apuntes, €tc..,
asi como un servicio de tutorias atendido semandmente por profesores de la asgnatura La
direccion de dicha pagina es http://mww.gte.us.eASIGN/TCEF 1T/
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4. EVALUACIONY CALIFICACION

Los exdmenes congtaran de dos partes: una tedrica, destinada a evauar € conocimiento y
comprension de los conceptos de la asignatura y otra, dedicada a problemas, donde se evauara la
capacidad de dumno para emplear los métodos y técnicas desarrollados. Ambas partes incluirdn
materia relacionada con € trabgo préctico redizado en d laboratorio.

L os criterios generdes de eva uacion de examenes serdn los Sguientes:
a) Losexdmenes se evauardn sobre 10 puntos.
b) Un examen se considerara aprobado con unanotaigua o superior a5.0 puntos.
c) Para la superacion de un examen sera necesario obtener una nota minima de 3
puntos, tanto en la parte tedrica como en la de problemas.

Se redizaran dos examenes parcides liberatorios de materia respecto a la convocatoria de
Julio. El primer parcid se redizard a findes de Enero o principios de Febrero y comprenderd hasta
el tema 9 gproximadamente.

Laasignatura se consider ar a aprobada cuando la nota del alumno sea mayor oigual a
5.0, y se obtenga la consideraciéon de“ APTO” en las practicas de labor atorio.

En la convocatoria de Julio, la nota del dumno serd € resultado de aplicar la media a las
notas obtenidas en cada uno de los exdmenes parcides, y sumarle la nota de préctica En esta
convocatoria serén aplicables las siguientes cons deraciones:

d) El dumno se examinard de aquellos parcides cuyo examen no haya sido aprobado.

€) Para aprobar es imprescindible gue la nota de ambos parcides sea mayor o igud que
4.0.

f) Lam&imanotadd dumno méximo sera de 10 puntos.

En la convocatoria de Septiembre, € adumno debera examinarse de la asgnaura a
completo, no habiendo digtincion entre parcides. La nota ded dumno en esta convocatoria sera la
suma de la nota obtenida en & examen més la nota de précticas, sendo aplicable @ punto f).

Los criterios para e seguimiento correcto de las préacticas de laboratorio son los Sguientes:

g La addencia a cada una de las clases es obligatoria El dumno que judifique la
ausencia a una de las clases tendrd @ derecho a recuperarla en las fechas destinadas
a efecto. SOlo se podran recuperar tres clases durante € curso.

h) La condicién de “APTO” s conseguira asgiendo como minimo ad 80% de las
clases de laboratorios y superando la evaduacion continua del trabgjo de laboratorio a
lo largo del curso, o bien superando un examen extraordinario de laboratorio, en €
cud d dumno demuestre tener buenos conocimientos en @ mango dd instrumentd
y de los circuitos ectronicos.

i) La nota de précticas se obtendra mediante un examen individua a cada uno de los
aumnos, a redizar en la Ultima semana de laboratorio. Esta nota serd como méximo
de 1 punto.

j) Los repetidores podran conservar la condicion de “APTO” obtenida en afios
anteriores, pero no la nota de practicas. Caso de que € aumno repetidor decida
asdtir a clases de laboratorio, deberd demostrar su aprovechamiento a lo largo de
curso consiguiendo nuevamente la condicion de “APTO” td y como lo recoge €
punto h).
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PROGRAMA

TEMA 1. Introduccién alos sdlidos cristalinos semiconductor es.
Sdlidos crigtdinos. Materiaes semiconductores.
El &omo de Hidrogeno. NUmeros cuanticos.
Atomos complgos.
Bandas de energia.
Portadores de carga en un semiconductor: electronesy huecos.

TEMA 2. Semiconductoresen equilibrio térmico.
Densidad de estados en las bandas de VVaenciay Conduccién.
Probabilidad de ocupacion de estados.
Concentracion de portadores en E. Térmico en un semiconductor intrinseco.
Concentracidn de portadores en E. Térmico en un semiconductor extrinseco.

TEMA 3. Fendmenos de transporte en semiconductor es.
 Mecanismo de dispersion de portadores.
Corriente de arrastre.

Efecto de latemperaturay @ dopado sobre la movilidad. Efecto de la saturacion enla
velocidad de arradtre.

Difusion de portadores.
Componentes de corriente en un semiconductor.
Efectos del campo e éctrico en las bandas de energia.

TEMA 4. Generacion y recombinacion de portadores de carga en desequilibrio.
Cuasniveles de Fermi.
Tiempo medio de existencia de portadores en desequilibrio.
Tipos de recombinacion.

TEMA 5. Lasecuaciones de continuidad.
Ecuaciones de continuidad.
Hipotesis smplificadoras.
Ecuacion de difusion de los portadores minoritarios

TEMA 6. El diodo de union p-n.
Launién p-n en equilibrio térmico
Launidn p-n polarizada.
Caracterigtica estéica dd diodo de unién p-n.
Potencides y campos en las cercanias de una union p-n.
Capacidad de Transicion.
Mecanismos fisicos de ruptura en las uniones p-n.
Efectos dinamicos de launion p-n.
Modelo de pequefia sefid del diodo.
Respuesta en conmutacion y tiempo de Recuperacion.

TEMA 7. Circuitos con diodos.
Modelos de gran sefid del diodo.
Circuitos con diodos (rectificadores, reguladores y detectores de envolventes).
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TEMA 8. Dispositivos Fotonicos.
Diodos emisores de luz (LED).
Diodo PIN y de Avadancha.

La Fibra Optica.

TEMA 9. La unién Metal-Semiconductor.
Diagrama de bandas de la unién rectificadora.
Launidn en equilibrio térmico.
Launion polarizeda.
Contactos rectificadores y 6hmicos.
Caracterigtica estética del diodo Schottky.
Comparacion con € diodo de unién. Aplicaciones del Schottky.

TEMA 10. El transistor BJT.
Estructurade trangstor bipolar.
Diagrama de corrientes en un trangstor bipolar.
Ganancias de corriente continua ddl transstor.
Modelos estéticos y gran sefid del BJT.
Caracteristica estética en emisor comun.
Modelo de pequeiia sefid del transistor bipolar.
Respuesta en conmutacion del BJT.

TEMA 11. Circuitoscon transistoresBJT.
El trangstor BJT en gran sefid.
Amplificador.

Amplificadores con transstores BJT.

TEMA 12. El transistor de Efecto de Campo de Union, JFET.
Descripciony funcionamiento del JFET.
Caracterigtica tenson--intensidad. Model o de pequeria sefid.
Comparacion con € transistor bipolar. Aplicaciones del JFET.

TEMA 13. El transistor de Efecto de Campo M etal-Oxido-Semiconductor, MOSFET.
LaestructuraMOS.
a) Bandasdeenergia
b) Tension de Banda Plana
c) Region delnverson.
LaesructuraMOS detresterminales.
El trangstor MOS,
a) Obtencion delacaracterigtica estética
b) Regiones de funcionamiento
¢) Modelo de pequefia sefial.

TEMA 14. Circuitos con transistor es de Efecto de Campo.
Amplificadores,
Puertas | 0gicas.
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5. LISTADO DE PRACTICAS

a) Introduccion alateoria de circuitos.

b) Simulacion de circuitos con @ programa SPICE.

c) Circuitos RC. Andiss de trangtorios.

d) El diodo. Caracteristica estética.

e) El diodo rectificador. Rectificador de media onda

f) Polarizacion dd transistor BJT.

g El BJT en conmutacion. Transmision digital por Fibra Optica
h) El trandstor BJT como amplificador.

i) Disefio, smulacion y montgje de un amplificador en Emisor Comin con R de emisor.
j) Trandgstor JFET. Determinacion de parametros.

k) Simulacion SPICE de un amplificador resonante.

[) Transmisor deradio AM.
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